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                                   WD1016
2.5A高效1.2MHz

WD1016

电流模式升压转换器

产品介绍：

典型应用：

 

 

 

     

 

 

 
   
  
  
  
  
  
  
 

 
  
   

 

 
   
  
   
  
  

 
 

特征

图1.基本应用电路

D1/SS34L  CD54/4.7μH

：

 

应用领域

 集成80mΩ功率MOSFET

 2.2V至16V输入电压

 1.2MHz固定开关频率

 内部4A开关电流限制

 可调输出电压

 内部补偿

 高达20V的输出电压

 轻载时的自动脉冲频率调制模式

 效率高达93％

 采用SOT23-6封装

：
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 电池供电设备

 机顶盒

 LCD Bais供应

 DSL和电缆调制解调器和路由器

 由PCI或PCI Express插槽供电的

网卡

 

 

         

 

     WD1016是一款固定频率、采用 6 引脚

SOT23 封装的限流模式升压转换器，适用于小

型、低功耗应用场景。WD1016的开关频率为

1.2 MHz，能够使用高度为 2 毫米或更低的微

型、低成本电容器和电感器。其内部软启动功

能可使浪涌电流较小，从而延长电池使用寿命

。

WD1016具有在轻负载时自动切换到脉冲频

率调制模式的特点。WD1016集成了欠压锁定、

限流以及热过载保护功能，以防止在输出过载

的情况下造成损坏。WD1016采用小巧的6 引脚 

SOT-23 封装形式。
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物料编号 封装

WD1016

包装数量

6引脚塑封SOT-23

3000片

引脚名称 引脚编号 引脚描述

SW

接地脚

反馈输入。 FB电压为0.6V。 将电阻分压器连接至FB。.

输入电源引脚。必须就地旁路。

可调电流限制（可浮空）。

                                   WD1016
2.5A高效1.2MHz电流模式升压转换器
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电源开关输出。 SW是内部MOSFET开关的漏极。 将功率电感

器和输出整流器连接至SW。 SW可以在GND和22V之间摆动。

调节器开/关控制输入。 EN的高输入将开启转换器，低输入将

其关闭。 不使用时，将EN连接到输入电源以自动启动。

包装/订购信息

引脚说明：

绝对最大值 （注1）

 

FB电压 ………………................

VIN，EN电压……………………-0.3V to 1 8 V

-0.3V to 6V 

 

 

 

 

 

 

 

结温（注2 ） ………………….......... 160°C 

工作温度范围 …….…….…….-40°C to 85°C 

引线温度（焊接10s） ……...………...SW电压………………………...-0.3V to 2 2 V

 功耗 …………………………………...0.6W 

热阻θJC …………………………..130°C/W 

热阻θJA …………………………..250°C/W

300°C 

储存温度范围 ….…….……..-65°C to 150°C 

ESD HBM（人体模式） ……………...2kV 

ESD MM（机器模式） ……………….200V
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      2 16 V
      2.2 V

 
     100 mV

      VEN= 0V 0.1 1 µA
      VFB=0.7V，No switch 100 200 µA
      VFB=0.5V，switch 1.6 2.2 mA

      1.2 MHz
       VFB = 0V 90 %
      1.5 V
      0.6 V

      0.588 0.6 0.612 V
       -VFB = 0.6V 50 -10 nA

      80 150 mΩ
      

VIN= 5V, Duty cycle=50%,
CS浮动 2.5 A

       

VSW = 20V 1 μ

      

155 ℃

 
 

   
   

   
 

 

 

  (VIN=VEN=5V,TA = 25°C,除非另有说明.)
条件参数范围 最小 典型 最大 单位

工作输入电压

欠压锁定

欠压锁定滞后

电流（关机）

静态电流 (PFM)
静态电流 (PWM)
开关频率

最大占空比

EN输入高电压
EN输入低电压
FB电压
FB输入偏置电流

SW导通电阻

SW

SW电流限制

泄漏

热关断
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电气特性 （注3）

2.5A高效1.2MHz电流模式升压转换器

注1：绝对最大额定值是那些可能会损害设备寿命的值。

注2：根据环境温度TA和功耗PD，根据以下公式计算TJis：TJ=TA+（PD）x（250°C/W）。

注3：25°C时100％生产测试。 通过设计和特性保证温度范围内的规格。
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典型性能特征

热关断滞后。 25 ℃

：

可调OCP电流 外部电阻:19k~96k A0.5 2.5
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VIN=3.7V,VOUT=5V,ILOAD=0.5A                   VIN=3.7V VOUT=5V ILOAD=1A 

         

 

 

       

VIN=5V,VOUT=12V,ILOAD=0.2A                   VIN=5V,VOUT=12V,ILOAD=0.5A 

       



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

芯片功能框图：

图2. WD1024框图

功能说明:

                                   

 

2.5A高效1.2MHz

WD1016
电流模式升压转换器

5/7www.wdsemi.cn 深圳市微电半导体有限公司

WD1016使用固定频率，峰值电流模式升压

调节器架构来调节反馈引脚上的电压。可

以通过参考图2的框图来理解WD1016的操作

。在每个振荡器周期开始时，MOSFET通过

控制电路导通。为了防止占空比大于50％

的次谐波振荡，在电流检测放大器的输出

端增加了稳定的斜坡，并将结果馈入PWM比

较器的负输入。当此电压等于误差放大器

的输出电压时，

功率MOSFET将关闭。误差放大器输出端的

电压是0.6V带隙基准电压和反馈电压之差

的放大形式。这样，峰值电流水平可使输

出保持稳定。如果反馈电压开始下降，则

误差放大器的输出将增加。这些导致更多

的电流流过功率MOSFET，从而增加了传递

到输出的功率。 WD1016具有内部软启动功

能，以限制启动时的输入电流量，并还限

制输出的过冲量。
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D

GND

设定输出电压

内部基准电压VREF为0.6V（典型值）。输

出电压通过电阻分压器R1和R2分压至FB引

脚。

 DC-DC转换器的SW节点具有高频电压摆幅

。 应将其保存在较小的区域。

 保持主电流走线尽可能短和宽。

 反馈组件应尽可 能靠近IC放置，并远离嘈

杂的设备。

图3。 WD1016建议布局红色走线应尽可能短

二极管的反向击穿电压应大于输出电压
。

应用信息

二极管选择

肖特基二极管是WD1016的理想选择，因为

它的正向压降低且反向恢复快。 使用肖特

基二极管可以获得更好的效率。 对于高开

关频率，高速整流也是肖特基二极管的一

个良好特性。 二极管的额定电流必须满足

峰值电流的均方根和输出平均电流的乘积

，如下所示

：
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电感选择

推荐的电感值为4.7至22μH。 小尺寸和更

高的效率是便携式设备（例如用于手机的

WD1024）的主要关注点。 电感应具有1.

2MHz的低铁损和低DCR，以实现更高的效率

电容器选择

对于WD1016应用，推荐使用22μF的输入和

输出陶瓷电容器。 为了更好地进行电压滤

波，建议使用低ESR的陶瓷电容器。 X5R和

X7R类型因其较宽的电压和温度范围而适用

。

。 为避免电感饱和，应考虑额定电流。

布局考虑

为了使WD1016达到最佳性能，必须严格遵

守以下准则。

 输入和输出电容器应靠近IC放置，并连

接到接地层，以减少噪声耦合。

 GND应连接至坚固的接地层，以提供散

热和噪声保护。
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AAAA

2.80
3.00

1.50
1.70

2.60
3.00

PIN 1

1.20
TYP

2.60
TYP

0.90
1.30

0.30
0.50

0.95 BSC

1.45 MAX

0.00
0.15

0.09
0.20

SOT23-6

0.30
0.55

0°~8°

 

顶部标记
示例

推荐的焊盘布局顶视图

0.60
TYP

0.95
BSC

前视图 侧视图

GAUGE PLANE
0.25 BSC

SEATING PLANE

注：

1.尺寸单位为毫米。

2.图纸不按比例绘制。

3.尺寸包括镀层。

4.尺寸不包括模具飞边和金属毛刺。

                                   

 

2.5A高效1.2MHz

WD1016
电流模式升压转换器

7/7www.wdsemi.cn 深圳市微电半导体有限公司

封装说明：
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